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1. はじめに 

前回まで我々は、Ar/4%H2雰囲気中 1050oC

での熱処理による、Si(100)基板表面の原子レ

ベル平坦化に関して報告してきた[1]。今回、

Si(100)基板の原子レベル平坦化と同一のプ

ロセスにより、異種面方位基板に関する原子

レベル平坦化を検討したので報告する。 
 

2. 試料作製方法および評価方法 

まず、p-Si(100)基板(10-30 cm、±1o)、

p-Si(111)基板 (10-20 cm、±1o)、および

p-Si(110)基板(7-10 cm、±0.5o)を SPM、DHF

で洗浄し、超純水によりリンスを行った後、

高清浄石英管炉において、Ar/4%H2(3 SLM)

雰囲気中における 1050oC/10 min の熱処理を

行い、HCl:HF=19:1 [3]により SiO2をエッチ

ングした。次に、850oCのウェット酸化によ

り SiO2を 3 nm形成し、Alゲート電極(250 

m)を形成した。最後に、N2/4.9%H2(1 SLM)

雰囲気中で 400oC/5 minのPMAを行い、MOS

ダイオードを作製した。このように作製した

試料に関して、AFM による表面観察および

J-V 特性によるリーク電流の評価を行った。 
 

3. 実験結果および考察 

図 1 に原子レベル平坦化を行った Si 基板

表面の AFM像を示す。図 1(a)に示すように、

1050oC/10 min の熱処理により、p-Si(100)基

板において原子ステップが形成されるが、数 

m周期のラフネスが生じるため、RMS ラフ

ネスが 0.26 nm (5x5 m2)に増大することが

分かった[2]。一方、図 1(b)に示すように、

p-Si(111)基板においても原子ステップの形

成に成功した。また、p-Si(111)基板の RMS

ラフネスは 0.16 nm (5x5 m2)であり、

p-Si(100)基板よりも小さなラフネスである

ことが分かった。これは、Si(111)基板の場合、

Si(100)基板で観測された数m周期のラフネ

スが生じないためであることが分かった。 

図 2に、作製した MOS ダイオードの VG= 

-1 V でのリーク電流の比較を示す。原子レベ

ル平坦化を行うことにより、リーク電流が

p-Si(100)基板では1.3x10-7 A/cm2から3.1x10-8 

A/cm2、p-Si(111)基板では 2.4x10-7 A/cm2から

1.2x10-8 A/cm2に低減することが分かった。 

以上の結果から、同一の熱処理条件を用い

た異種面方位 Si 基板表面の原子レベル平坦

化に成功した。 
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図 1原子レベル平坦化後の Si基板表面の AFM像。

(a) p-Si(100)[1]、(b) p-Si(111)。(5x5 m2) 

図 2 Al/SiO2/Si MOSダイオードの 

リーク電流(VG = -1 V)。 
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